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【【【【はじめにはじめにはじめにはじめに】】】】 酸化ニッケル(NiO)は禁制帯幅 3.7eV を有するため、p 型透明酸化物半導体としての応用

が期待されている。我々は、NiO を光吸収層として用いる可視光透過型太陽電池の実現に向け、RF リア

クティブスパッタ法により NiO 薄膜堆積を行ってきた[1]。可視光透過型太陽電池は、人体に有害な紫外

線を吸収し可視光は殆ど透過するため設置場所の自由度が高い。しかしながら、接合を形成する NiO と

ZnO のバンド不連続量が大きく[2]、界面準位等を介する漏

れ電流の低減は困難といえる。本研究では、NiO と ZnO の

混晶である NixZn1-xO 酸化物半導体を挿入した NiO 

/NixZn1-xO/ZnO 構造太陽電池の試作を行った。 

【【【【実験方法実験方法実験方法実験方法】】】】    Ni 金属ターゲットと ZnO 焼結体ターゲットを

同時にリアクティブスパッタし、ソーダライムガラス（SLG）上

に NixZn1-xO 薄膜を非加熱で堆積した。試料に対し XRD 測

定、PYS 測定及び透過測定を行った。また、SLG 上に ITO

および ZnO をスパッタした後、NixZn1-xO および NiO をリアク

ティブスパッタすることで、NiO/NixZn1-xO/ZnO/ITO/SLG 構

造の太陽電池を試作した。 

【【【【結果及結果及結果及結果及びびびび考察考察考察考察】】】】    図１に、暗条件での NiO 系太陽電池

の J-V 特性を示す。NiO/ZnO 単接合の場合に比べ、

NiO/NixZn1-xO/ZnO 構造の適用により逆方向飽和電流密

度(J0)は 10-7A/cm2 から 10-12A/cm2 へと減少し、理想係数

(ｎ)は 14 から 4.6 へと減少した。また、J0 とｎの減少の結果、

±0.7V における整流比が 1.0 から 9.7 と１桁程度増加した。

この結果について、現在は NixZn1-xO 層の挿入によりトンネ

ル電流や再結合電流が減少したためと推測している。図２

に、NiO/NixZn1-xO/ZnO 構造太陽電池の J-V 特性を示す。

光照射下において僅かではあるものの起電力が得られた。 
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図 1 NiO 系太陽電池の J-V特性 
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図 2 NiO/NixZn1-xO/ZnO 構造 
         太陽電池の J-V特性 
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